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Тема дисертації:
1. Електронні явища в планарних та наноструктурованих поверхнево-бар’єрних структурах на основі
кремнію, кремнієвмісних та халькогенідних сполук.

2. Electronic phenomena in planar and nanostructured surface-barrier structures based on silicon, silicon-
containing and chalcogenide compounds.

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню оптимальних умов виготовлення планарних і наноструктурованих
гетеропереходів та діодів Шотткі з заданими і відтворюваними електричними та фотоелектричними
властивостями; встановленню закономірностей протікання фізичних процесів у створених фоточутливих
структурах в залежності від особливостей конструкції і технологічних процесів. В дисертаційній роботі
вперше виготовлено та досліджено на основі кремнію, на поверхні якого створені нанодроти, фоточутливі
наноструктуровані гетероструктури МоОx/n-Si, МоN/n-Si, ТіN/p-Si, діоди Шотткі Nі/n-Si й Mo/n-Si, а на
основі низькоомного CdTe гетеропереходи МоОx/n-CdTe(CdZnTe), а також виготовлено ряд детекторів
ультрафіолетового випромінювання на основі SiC та детекторів X/γ-випромінювання на основі високоомного



CdTe. Запропоновано модель, яка пояснює зростання послідовного опору та зміну концентрації легуючої
домішки у базовій області кремнію з інтеркальованими наночастками срібла, а також запропоновані методи
визначення активної площі наноструктурованих бар'єрних структур та концентрації нескомпенсованої
домішки в напівізолюючому CdTe.

2. The dissertation is devoted to research of optimum conditions of manufacturing of planar and nanostructured
heterojunctions and Schottky diodes with the set and reproducible electric and photoelectric properties;
establishment of regularities of physical processes in the created photosensitive structures depending on features
of a design and technological processes. In the dissertation work for the first time it is made and investigated on
the basis of silicon, on the surface of which nanowires, photosensitive nanostructured heterostructures MoOx/n-
Si, MoN/n-Si, TiN/p-Si, Schottky diodes Ni/n-Si and Mo/n-Si, and on the basis of low-resistance CdTe
heterojunctions MoOx/n-CdTe (CdZnTe), as well as a number of ultraviolet radiation detectors based on SiC and X
/ γ-radiation detectors based on high-resistance CdTe. A model is proposed that explains the growth of sequential
resistance and the change in the concentration of doping impurity in the base region of silicon with intercalated
silver nanoparticles, and also offers methods for determining the active area of ​​nanostructured barrier structures
and the concentration of uncompensated impurity in semi-insulating CdTe.
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